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Vyndlez se tykd negativnich elektronovych resistd pro vytvifeni integrovanych obvodd pomo-
ci elektronovych paprskd. )

Vy§voj smE¥uje k vysoce citlivym resistdm, polymernim ldtkdm, které plsobenim elektronové~-
ho svasz mé&ni svoji strukturu a tim fyzikdln& chemické vlastnosti, to je pFfedeviim rozpust~
nost. Zmé&ny jsou zplsobeny pFedeviim vznikem novych nebo zdnikem starych vazeb. Polymery, kte=-
ré ozdfenim depolymeruji na niZ3{ molekuldrni hmotnosti, 1ze snadndji rozpustit a stopu po expo-
zici elektronovym paprskem lze snadn&ji odleptat organickymi rozpouStédly nef pivodni polymer
o nezm&néné struktufe a mol. hmotnosti, Takové’poiymery ivofi pozitivni resisty. Polymery, je-
jichi rozpuéﬁnost se ud¥inkem elektrond sniZfuje, tvofi negativni resisty.

Jako negativni resisty se pouiivaji olefinické polymery jako polymetylmetakryldty, zvl1d3dté
chlorované a bromované, kopolymery vinylchloridu ~ vinylacetdtu, bromované a epoxidované kopo-
lymery butadienu a isoprenu.

Nyni bylo pE¥ekvapivé zjiSt&no, %e negativni elektronové resisty s vynikajici rozliSovaci
schopnosti se ziskaji p¥i pouZiti polyfenylenoxidd.

P¥edmétem vyndleézu jsou negativni elektronové resisty tvofené slouleninami obecnéhp vzor-
ce -

Ry

M- )0 |

L R2 n

kde Ry, Rp jsou alkyl s 1 aZ 12 uhlikovyni atomy, fenyl, n je 10 aZ 1 000, s vyhodou modifi-
kované oxidaci peroxidy.

Polyfenylenoxidy,tvdfici negativni elektronové resisty podle vyndlezu,se ziskaji oxidaZni
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polykondenzaci 2,6-disubstituovanych fenold- v piitomnosti znémych oxldaﬂnich katalyzdtord, ja-
ko jsou nap¥iklad komplexy m&di, kobaltu a manganu s aminy, s

Citlivost t&chto polymerd k ozéFfeni elektrony lze zvy3it jejich modifikacf{ pomoci peroxi-
dﬁ,Jako je peroxid vodiku, kysliénik olovi¥ity, Podminkou dsp¥¥né aplikace jp vysokd &istota
pouZitych polyfenylenoxidd, . L.

Resisty podle vyndlezu se nandfeji na polovodifové podlo¥ky ve formd koncentrovanych roz-
tokd v organickych rozpoudtZdlech, které se nechaji za kontrolovanfch podminek odpafit, Po ex-
pozici elektrogovimi paprsky se neexponovany resist odleptd organickymi rozpoudté&dly,

Vfhodou resistd podle vyndlezu jsou vysokd citlivost projevujici se v podstatné zm&né&
rozpustnosti po ozéd¥eni, vysokd rozlisovaci schopnost, kterd je ddna linedrni strukturou po-
lyfenylenoxidd a moZnost m¥nit vlastnosti,resistd v Sirokych mezich modifikacemi zdkladni
struktury polymeru. )

Vyndlez osvdtli nédsledujici pfiklady, %2 v ptikladech uvédénd jsou hmotnostni,

P¥iklad 1

2,6-dimetylfenylencdter s viskozitnim.ﬁislem 51 byl v atmosféfe argonu rozpuitdn v Eistém
chloroformu na roztok obsahujici{ 10 hmotnostnich 2% polymeru., Byly pouZity Si-destidky o pri-
m&ru 50.mm a tlou3fce 0,25 mm, které byly nejprve odma3t3ny v roztoku sapondtu, po osudeni
opléchnuty ve smdsi teplé 180 ©C 987 kyselind sirové Hy80, a 30Z peroxidu vodiku Hy0p v po-
m&ru 132 po dobu 10 minut, a po novém omyti vodou sufeny v picce pEi teplotd 500 °C pod dusi-
kovou atmosférou 1 hodinu. Resist byl nanesen na takto upravenou Si-destifku v rota&ni od-
stfedivce v pardch nasyceného rozpoustddla - chloroformu pEi S5 000 ot/min, a vytvrzen p¥i
70 °¢c po dobu 1/2 hodiny. Resist byl nanesen na Si-destidky v tlou§tce 1 mnm,

Na Si-desti&ce s nanesenym a vytvrzenym resistem byly pak na elektronovém mikroskopu
vytvofeny obrazce expozici elektronovym paprskem p¥i urychlovacim napéti 10 kV rychlosti od=-
povidajici citlivosti FddovE 1074 C.cm™2.

Exponovand vrstva byla vyvoldna /rozpu¥téna/ v &istém chloroformu bZhem 10 s & obrazec
hodnocen na.elektronovém mikroskopu.,

PFi tomto postupu byla dosaZena vozli¥ovaci{ schopnost 3 om /ti. minimdlni vzd4lenost,
pfi které lze rozfiﬁit dv& &4rky, vzddlené nejmén¥ 3 wm od sebe a rovndf tak silné/,

P¥iklad 2

2,6~dimethylfenylenoxid 8 viskozitnim &fslem 28 byl modifikovdn oxidaci s 10 % kysli&niku
oloviditého varem pod zp¥tnym chladilem v benzenovém roztoku. Modifikovany polymer se izolo-
val srdZenim a zbavil olova pranim vodn® metanolickym 1% roztokem kyseliny dusi¥né. P¥i pou~
#iti stejné :echuologie jako v p¥ikladu 1 byly pEipraveny integrované obvody. Po odleptédni”
chloroformem byla zajist¥na rozliSovaci schopnost 2 um.

P¥iklad 3

Poly/2-metyl-6~decylfenylenoxid/ Syl modifikovdn peroxidem vodiku 307 v ledové kyselini
octové pEi 70 O9C 6 hodin a izolovdn filtraci a n¥kolikandsobnym promytim horkou vodou. Tento
polymer byl nanesen na Si-destil¥ky zpdsobem podle p¥ikladu ! p¥i 6 000 ot/min, Expozice na-
nesené vrstvy byla provedena elektronovym paprskem p¥i urychlovacim nap¥ti 18 kV a rychlosti,
kterd odpovidd citlivosti 1O-5 C.cmz. Neexponovand vrstva byla odleptdna b&hem 8 8 v chloro-
formu, P¥i tomto pokuse bylo dosafeno rozlifovaci schopnosti resistu 1 sm.

P¥iklad 4

Poly/2,6-difenyl/fenylenoxid, modifikovany podle pfiiladu 3, byl nanesen na k¥femfkovou des~
tidku zplsobem podle p¥ikladu t na za¥fzeni p¥i 8 000 ot/min. Vytvofend vrstva o tlouSfce
0,3 wm byla exponovédna elektronovym paprskem p¥i urychlovacim napdtf 5 kV a rychlosti odpoVi-
dajici citlivosti Féddove 10™5 C.cm-z. Exponovand vrstva byla pak vyvoldna b&hem 6 s v chloro-

formu. P¥i tomto pokusu bylo dosafeno rozliZ¥ovaci schopnosti resistu 1em,
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Negativni . elektronové resisty, vyznadené tim, Ze jsou tvofeny sloufeninami obecného vzor-

ce
Ry
H~— o|-H

R2 |,

kde Ry, Ry jsou alkyl s 1 aZ 12 uvhlikovymi atomy, fenyl, n je 10 a% 1 000, s vfhodou modifi-

kované oxidaci peroxidy.
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